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摘要 

本次出國主要參加在南韓釜山舉辦的第二十屆國際真空會議(20th International 

Vacuum Congress (IVC-20))，並發表論文：High-performance InGaP/InGaAs field-effect 

transistor typed hydrogen。此會議是在南韓釜山舉辦的國際專業研討會，本人所發表論

文主要探討感測半導體元件之技術，參與人員皆來自各方菁英。與會期間除了論文展示

時間在場解說外，也積極到各場次聆聽演講、交流資訊，此對於未來研究發展具正面意

義。 
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1. 目的 

吾人此次赴南韓釜山出席 20th International Vacuum Congress (IVC-20)，並發表論文

High-performance InGaP/InGaAs field-effect transistor typed hydrogen。出席該國際學術會

議的主要目的為論文發表，分享研究成果，並與國內外相關研究領域的學者意見交流。 

 

 

 
20th International Vacuum Congress (IVC-20)舉辦地點-釜山 BEXCO。 
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2. 參加會議過程 

此次會議吾人於 105 年 8 月 22 日由桃園搭機直飛南韓釜山金海機場。8 月 22 日前

往會場報到，領取名牌、會議資料等。8 月 25 日發表研究論文。會議期間根據會議資

料，選取相關領域的報告會議參與。會議期間至南韓釜山 BEXCO 參觀。最後於 8 月

26 日回國。 

    本次國際會議由International Union for Vacuum Science主辦。本次會議地點於南韓

釜山BEXCO展覽館舉行。此次會議約有800餘篇論文發表，其會議論文品質及原創性極

高。吾人發表一篇論文，屬於Surface Science領域，並與參與學者交換研究心得。所發

表論文主題為：High-performance InGaP/InGaAs field-effect transistor typed hydrogen。對

於此篇論文，主要是將 Pd-based mixture comprising silicon dioxide (SiO2)應用觸媒金屬

在 InGaP/InGaAs field-effect transistor上，使得FET元件上可以感測氫氣。再使用濕式蝕

刻將 SiO2蝕刻掉，然而觸媒金屬會產生多孔狀，讓FET感測氫氣有更好的效能。實驗

結果上，我們降低 the gate barrier height和增加 the drain current，因而改善感測氫氣特

性。會議中與會學者對吾人發表之論文深感興趣，特別是韓國及日本學者，且針對FET

感測特性提供多項寶貴意見。 

 
Poster 展示會場 
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和與會學者討論發表之論文 
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3. 心得及建議 

 
(1) 所參與之 section 中，學者們對於 FET 元件與半導體材料方面有優異之研究成果，且

展示其研究方法及過程。 

(2) 與會過程中有一篇關於 H2O2 effect on local structure 之論文發表，本人對於其利用

H2O2 應用於 Pt nanoparticles 上，達到不錯的效果，而該論文對於使用 H2O2 在 Pt 

nanoparticles 製造方法探討詳盡。而此雖與吾人最近製作的 FET 結構與機制不同，

此可以增進元件發展方向與應用範疇。 

(3) 與會過程中，和與會學者熱烈討論吾人發表之論文，對於含有 SiO2 之 Pd 混合物應

用觸媒金屬在 InGaP/InGaAs 場效電晶體上，可以將 Pd 與 SiO2 的重量比做改變，產

生更明顯多孔狀的觸媒金屬，此可增進元件特性。 

(4) 對於主辦單位熱情接待印象深刻，及與會學者熱烈討論，讓吾人可以在研究方法及

過程有更多運用方法。 

(5) 本國應多舉辦半導體元件與材料相關之國際學術會議，使各國學者對我國之研究環

境及成果有深刻認識，並可提升我國研究之質與量。 
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4. 攜回資料                

 
研討會資料─論文集 

 

 

 

 



9 
 

 

發表之論文 


